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(TlGaSe2)1-x(TlInS2)x (х=0; 0,1) BƏRK MƏHLULLARININ İON 
KEÇİRİCİLİYİ 
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TlGa1-xInxSe2(1-x)S2x (х=0; 0,1) bərk məhlullarının 100-450 K temperatur 
intervalında elektrikkeçiriciliyi tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, 
otaq temperaturundan yuxarı temperaturlarda elektrikkeçiriciliyinin qiyməti-
nin sıçrayışşəkilli artması müşahidə olunur. Keçiriciliyinin qiymətində müşa-
hidə olunan artım superion halına faza keçidi ilə əlaqələndirilir. Bu da tədqiq 
olunan bərk məhlullarının kristallik quruluşunda yüksək mobilliyə malik Tl 
ionlarının sayının kəskin artması ilə bağlıdır. 

TlGa1-xInxSe2(1-x)S2x (х=0; 0,1) bərk məhlullarının əmələ gəldiyi TlInS2 və 
TlGaSe2 kristalları A3B3C6

2 tip yarımkeçirici birləşmələr sinfinə daxildir. Bu tip 
yarımkeçirici birəşmələr kristal qəfəsin xarici təsirlərə qarşı qeyri-sabitliyinə 
görə tədqiqatçıların diqqətini cəlb edir. Bu sinif yarımkeçirici birləşmələrin 
elektrik, fotoelektrik, optik və s. xassələrinin tədqiqi nəticəsində maraqlı xü-
susiyyətlər aşkar edilmişdir [1,2]. Bu birləşmələr arasında yaranan bərk məh-
lullar isə fiziki parametrləri dəyişmək imkanı yaratdığından onların tədqiqi 
xüsusi maraq kəsb edir.  

Hazırki işdə TlGa1-xInxSe2(1-x)S2x (х=0; 0,1) bərk məhlullarının 100-450 K 
temperaturlarda elektrikkeçiriciliyinin tədqiqi nəticələri verilmişdir. 

Tədqiq olunan nümunələr vakuumda kvars ampulada ilkin komponent-
ləri əritməklə sintez olunmuş, monokristalları isə Biricman metodu ilə yetiş-
dirilmişdir. Nümunələrin elektrikkeçiriciliyinin temperaturdan asılılığını təd-
qiq etmək üçün materialdan müstəvi kondensator hazırlanmış və səthinə 
gümüş kontaktlar çəkilçişdir. Elektrikkeçiriciliyinin ölçüləri rəqəmsal im-
mitans E7-25 ölçü cihazında aparılmışdır. 

TlGa1-xInxSe2(1-x)S2x (х=0; 0,1) sistemli bərk məhlulların elektrik ke-
çiriciliyinin temperaturdan (σ(Т)) asıllığı öyrənilmişdir. σ(Т) asılılığında otaq 
temperaturundan yuxarı temperaturlarda 360 K temperaturda keçiriciliyin 
qiymətinin bir neçə tərtib artdığı aşkar olunmuşdur. Müşahidə olunan bu artım 
kritik temperaturdan yuxarı temperaturlarda ion keçiriciliyinin üstünlük təşkil 
etməsi ilə əlaqələndirilir. Ədəbiyyat materiallarından məlum olduğu kimi, 
ln(σ∙T)-nin 1/T asılılığının xətti xarakter daşıması ion keçiriciliyinin möv-
cudluğunu göstərən əsas şərtlərdən biridir [3]. Tədqiq olunan TlGa1-xInxSe2(1-x)S2x 
(х=0; 0,1) bərk məhlullarda ion keçiriciliyinin müşahidə olunduğu oblatda 
ln(σT)-nin (1/T) asılılığının xətti asılılığa tabe olduğu aşkar edilmişdir.  

TlGa1-xInxSe2(1-x)S2x (х=0; 0,1) bərk məhlullarda elektrik keçiriciliyinin 
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sıçrayışlı dəyişməsi superion halına keçidi əlaqələndirilmişdir. Bu da TlGa1-

xInxSe2(1-x)S2x (х=0; 0,1) bərk məhlullarının quruluşunda Tl alt qəfəsinin 
nizamsızlaşması ilə müşaiyyət olunan faza keçidi nəticəsində baş verir.  
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Otaq temperaturunda [1] ZnTe 2,26 eV qadağan olunmuş zolağın eninə 

malikdir və qadağan olunmuş zolağın eni istifadə edilən sink mənbəyindən asılı 
olaraq dəyişir. Sink sulfatdan istifadə etdikdə qadağan olunmuş zolağın eni 
(2,26-2,75 eV), sink xloriddən istifadə etdikdə (2,70-2,87 eV) [2] arasında 
dəyişir. 

 Sink Tellur nazik təbəqələri (ZnTe) kimyəvi metodla şüşə altlığa çökdü-
rülmüşdür. Altlıqlar etanol və distillə edilmiş sudan istifadə edilərək təmiz-
ləndi.  

Konsentrasiyası (0,4 q) olan tellur oksidi (TeO2) Te əldə etmək üçün 30 ml 
distillə edilmiş suda, konsentrasiyası (0,35 q) sink xlorid (ZnCl2) Zn mənbəyi 
kimi 30 ml-də həll edilmişdir. Məhlul şəffaf olana qədər tellur oksidə hidroxlor 
turşusu əlavə edildi, hər iki məhlul 2 saat qarışdırıldı, çökmə məhlulunun 
temperaturu 85℃-də sabitləndi. 

 Müxtəlif çöküntü vaxtlarında ZnTe nazik təbəqələrinin buraxma və udma 
əmsalları ölçüldü.  

Şəkil 1-də göstərildiyi kimi təbəqələr 500-600 nm dalğa uzunluğunda bö-
yük buraxma qabiliyyəti göstərir.  

Şəkil 2-də udma əmsalının enerjidən asılılığı verilmişdir. Çöküntü müddəti 
artdıqca qadağan olunmuş zolağın eninin qiyməti azalır (30, 50 və 70 dəq), 30 
dəqiqəlik çöküntü zamanı təxminən 3,2 eV, 50 dəqiqədə 2,95 eV və 70 dəqiqədə 
2,5 eV-a çatır.  


